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研究情報の名称 スプレー法による太陽電池用 FeS2薄膜の形成技術 
１．概要： FeS2は 0.95 eV の禁止帯幅をもつとともに、1.3 eV 以上のエネルギーの光に対して 5 x 105 cm-1と
いう大きな吸収係数を有する材料である。このことは、右下図に示すように、既存の太陽電池材料に比べて
原料使用量が極めて少ない太陽電池になり得ることを意味している。さらに原料である Fe、S は地球上に豊
富に存在するものであり、また、砒素、カドミウム、セレンなどの有害物質を含まないことから環境への適合
性もよい。従って、高品質 FeS2 膜の低コスト・大量生産向きの製造法が確立されれば、FeS2 が将来の主要
太陽電池材料と成りうる可能性がある。本研究では、FeS2 膜の低コスト・大量生産向きの製造法として、大
気中での水溶液原料のスプレー法による FeS2薄膜の形成を検討し、H2S 中でのポストアニ―ル処理を併用
することにより異相を含まない FeS2膜が作製できることを明らかにした。 
２．内容 
(1) プロセス； ホットプレート上での(NH4)2Sx、FeSO4水溶液の 
  スプレー ＋ H2S 中でのポストアニ―ル  
(1) S 源に(NH4)2Sxを採用することで再現性よく単相の FeS2 
  が形成できる。 
(2) Fe 源である FeSO4の濃度を変化させることで FeS２の 
  電気的特性を大幅に変化させることができる。 
(3) 最適アニール温度； ５００℃ 
 
３．応用例：薄膜太陽電池。 
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スプレー法によるFeS2薄膜の形成 
 ・再現性に優れた単相FeS2形成 
・装置が簡単、低コスト 
・電気的特性の制御 
低コスト太陽電池
従来法によるFeS2薄
膜の形成の問題点 
・異相の混入 
・特性の制御不能 
 ・大面積化困難 
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シーズ 
太陽光の吸収に必要な材料膜厚の比較 
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